
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタ対を備え、該トランジスタ対に差動入力信号が入力される入力段差動回路
と、
　前記差動入力信号に基づく出力信号を出力する出力回路と、
　前記入力段差動回路から

中間段差動回路と

ことを特徴とする差動増幅回路。
【請求項２】
　前記 トランジスタ対からの電流と前記帰還信号とが供給され
るカレントミラー回路を備えることを特徴とする請求項１記載の差動増幅回路。
【請求項３】
　
ことを特徴とする請求項 記載の差動増幅回路。
【請求項４】
　前記 回路は、
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出力される信号をレベルシフトするレベルシフト回路及び前記
入力段差動回路におけるトランジスタ対とは異なる導電型のトランジスタ対を備えている

を備え、前記中間段差動回路におけるトランジスタ対は、前記レベルシフト回路によりレ
ベルシフトされた信号に基づいて、前記入力段差動回路におけるトランジスタ対に流れる
電流が同一となるように制御する帰還信号を前記入力段差動回路に出力するとともに前記
出力回路を駆動する信号を出力する

入力段差動回路を構成する

前記カレントミラー回路を構成するトランジスタを飽和状態となるまで動作可能とした
２

レベルシフト



　前記入力段差動回路の出力信号が入力される入力トランジスタ 、
　前記入力トランジスタの出力電流に基づいて ことを特徴
とする請求項１、請求項２、又は請求項３記載の差動増幅回路。
【請求項５】
　前記 トランジスタ対を流れる電流は、コレクタ電流であるこ
とを特徴とする請求項１、請求項２、請求項３又は請求項４記載の差動増幅回路。
【請求項６】
　前記 トランジスタ対からのコレクタ電流が供給されるカレン
トミラー回路を備え、
　前記カレントミラー回路は、
　前記帰還信号に基づいてベース電流が制御されるトランジスタを備えることを特徴とす
る請求項１記載の差動増幅回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、差動増幅回路に関するものである。
差動増幅回路は、電子回路を構成する基本回路として広く使用されている。近年の電子機
器の高精度化にともない、当該電子機器を構成する電子回路の特性を高精度化することが
必要となっている。従って、差動増幅回路の出力特性を向上させることが必要となってい
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来の差動増幅回路の一例を図３に示す。入力信号Ｖ in1 ，Ｖ in2 はＰＮＰトランジスタ
Ｔ r1，Ｔ r2のベースに入力され、同トランジスタＴ r1，Ｔ r2のエミッタには電流源１ａか
らエミッタ電流が供給される。
【０００３】
前記トランジスタＴ r1のコレクタはＮＰＮトランジスタＴ r3，Ｔ r4のベース及び同トラン
ジスタＴ r3のコレクタに接続され、同トランジスタＴ r3，Ｔ r4のエミッタはグランドＧＮ
Ｄに接続される。また、前記トランジスタＴ r2のコレクタは、前記トランジスタＴ r4のコ
レクタに接続される。
【０００４】
前記トランジスタＴ r2，Ｔ r4のコレクタは、ＮＰＮトランジスタＴ r5のベースに接続され
、同トランジスタＴ r5のエミッタはグランドＧＮＤに接続されるとともに、コレクタには
電流源１ｂからコレクタ電流が供給される。
【０００５】
前記電流源１ｂは、ＮＰＮトランジスタＴ r6のベースにベース電流を供給し、同トランジ
スタＴ r6のコレクタは電源Ｖ ccに接続され、エミッタはＮＰＮトランジスタＴ r7のベース
に接続されるとともに、抵抗Ｒ１を介してグランドＧＮＤに接続される。
【０００６】
前記トランジスタＴ r7のエミッタは、グランドＧＮＤに接続され、コレクタは抵抗Ｒ２を
介して電源Ｖ ccに接続される。また、トランジスタＴ r7のコレクタから出力信号Ｖ out が
出力され、その出力信号Ｖ out が前記入力信号Ｖ in2 としてトランジスタＴ r2のベースに
入力される。
【０００７】
上記のように構成された差動増幅回路では、入力信号Ｖ in1 の入力レベルが入力信号Ｖ in
2 より高くなると、トランジスタＴ r1のコレクタ電流が減少し、トランジスタＴ r3，Ｔ r4
のベース電流が減少し、トランジスタＴ r4のコレクタ電流が減少する。
【０００８】
すると、トランジスタＴ r5のベース電流が増大して、同トランジスタＴ r5のコレクタ電流
が増大する。トランジスタＴ r5のコレクタ電流が増大すると、トランジスタＴ r6のベース
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を備え
前記中間段差動回路を制御する

入力段差動回路を構成する

入力段差動回路を構成する



電流が減少して、同トランジスタＴ r6のコレクタ電流が減少する。
【０００９】
トランジスタＴ r6のコレクタ電流が減少すると、トランジスタＴ r7のベース電流が減少し
、同トランジスタＴ r7のコレクタ電流が減少する。すると、トランジスタＴ r7のコレクタ
電位は上昇するため、出力信号Ｖ out の出力レベルは上昇する。
【００１０】
一方、入力信号Ｖ in1 の入力レベルが低下した場合には、各トランジスタのコレクタ電流
の増減が上記動作とは逆転し、出力信号Ｖ out の出力レベルは低下する。
【００１１】
そして、このような動作により、例えば出力信号Ｖ out の出力レベルが入力信号Ｖ in1 と
一致するように、抵抗Ｒ１，Ｒ２の抵抗値及びトランジスタＴ r6，Ｔ r7の特性等が設定さ
れている。
【００１２】
上記のような差動増幅回路では、入力トランジスタＴ r1，Ｔ r2のベース・エミッタ間電圧
Ｖ BEの差が入力信号Ｖ in1 と出力信号Ｖ out とのオフセット電圧となる。すなわち、入力
信号Ｖ in1 と出力信号Ｖ out との間に、入力トランジスタＴ r1，Ｔ r2のベース・エミッタ
間電圧Ｖ BEの電圧差分の誤差が生じる。
【００１３】
また、バイポーラトランジスタのベース・エミッタ間電圧Ｖ BEは、コレクタ電流の増大に
ともなって上昇する。また、アーリー効果により、コレクタ電流はコレクタ・エミッタ間
電圧Ｖ CEの上昇にともなって増大する。
【００１４】
このようなことから、出力信号Ｖ out のオフセット電圧を解消するためには、トランジス
タＴ r1，Ｔ r2のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEを同一とする必要があり、そのためには、ト
ランジスタＴ r1，Ｔ r2のコレクタ電位を同一として、コレクタ電流を同一とする必要があ
る。
【００１５】
そこで、一定の条件下において、トランジスタＴ r3，Ｔ r5のベース・エミッタ間電圧Ｖ BE
を同一とするように、電流源１ａ，１ｂの出力電流値を調整すれば、入出力信号間のオフ
セット電圧が０となるようにすることは可能である。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このような差動増幅回路を上記のような一定条件下で製造し、かつ使用するこ
とは困難である。すなわち、トランジスタＴ r3，Ｔ r5のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEを同
一とするためには、電流源１ａ，１ｂの出力電流値を相対的に関連させて調整する必要が
ある。しかし、電流源１ａの出力電流値はトランジスタＴ r1，Ｔ r2のベースに流れる入力
バイアス電流に影響を及ぼし、電流源１ｂの出力電流値はトランジスタＴ r6，Ｔ r7のコレ
クタ電流、すなわち負荷駆動能力に影響を及ぼすため、電流源１ａ，１ｂの出力電流値は
それぞれ独立して調整することが回路設計上望ましい。
【００１７】
また、製造ばらつきや電源電圧の変動により、電流源１ａ，１ｂの出力電流値が上記調整
値からずれると、入出力信号間のオフセット電圧が変動する。
また、出力信号Ｖ out が出力される負荷の変動により、トランジスタＴ r7のコレクタ電流
が変動して同トランジスタＴ r7のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEが変動し、これにともなっ
てトランジスタＴ r6のコレクタ電流及びベース・エミッタ間電圧Ｖ BEが変動すると、トラ
ンジスタＴ r5のコレクタ電流及びベース・エミッタ間電圧Ｖ BEが変動して、トランジスタ
Ｔ r2のコレクタ電位が変動するため、入出力信号間のオフセット電圧が変動する。
【００１８】
また、トランジスタＴ r3はダイオード接続であるため、入力信号Ｖ in1 であるトランジス
タＴ r1のベース電位Ｖ B(Tr1)には次式に示す制限がある。
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Ｖ B(Tr1)≧｛Ｖ CE(Tr1) ＋Ｖ BE(Tr3) ｝－Ｖ BE(Tr1)
すなわち、Ｖ B(Tr1)が低下してトランジスタＴ r1のエミッタ電位が低下すると、トランジ
スタＴ r1のコレクタ・エミッタ間の電位差Ｖ CEが小さくなるため、トランジスタＴ r1が動
作しなくなる。従って、入力信号Ｖ in1 は｛Ｖ CE(Tr1) ＋Ｖ BE(Tr3) ｝－Ｖ BE(Tr1) 以上
の電圧レベルとする必要があるため、入力電圧範囲が制限され、特に電源Ｖ ccを低電圧化
すると、入力電圧範囲が狭くなるという問題点がある。
【００１９】
この発明の目的は、製造ばらつき、電源電圧変動、負荷変動等による入出力間オフセット
電圧の変動を抑制し得る差動増幅回路を提供することにある。また、オフセット電圧の変
動を抑制し、かつ入力電圧範囲を拡大し得る差動増幅回路を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　図１は請求項１の原理説明図である。すなわち、入力段差動回路２に入力信号Ｖ in1 ，
Ｖ in2 が入力され、前記入力段差動回路２の出力信号に基づいて出力回路４が駆動されて
、該出力回路４から出力信号Ｖ out が出力される。前記入力段差動回路２と前記出力回路
４との間に、該入力段差動回路２の出力信号

に基づいて動作して前記出力回路４を駆動する中間段差動回路３が設けられ、前記
入力段差動回路２を構成するトランジスタ対のコレクタ電流が、

前記中間段差動回路３から出力される帰還
信号ＦＳに基づいて、同一値とするように制御される。
【００２１】
　請求項２では、前記入力段差動回路を構成するトランジスタ対

【００２２】
　請求項３では、

【００２３】
　請求項４では、前記 回路には、前記入力段差動回路の出力信号が入力され
る入力トランジスタ 備えられ

【００２４】
　請求項５では、前記 トランジスタ対は、カレントミラー回路
にコレクタ電流を供給する。
【００２５】
　請求項６では、前記 トランジスタ対からのコレクタ電流が供
給されるカレントミラー回路を備え、前記カレントミラー回路には、前記帰還信号に基づ
いてベース電流が制御されるトランジスタを備えられる。
【００２６】
　　（作用）
　 間段差動回路３は入力段差動回路２の出力信号に基づいて動作し、出力回路４は中間
段出力回路３の出力信号に基づいて動作する。入力段差動回路２を構成するトランジスタ
対のコレクタ電流は、中間段差動回路３から出力される帰還信号ＦＳに基づいて同一値と
なる。
【００２７】
　 力段差動回路のトランジスタ対は、カレントミラー回路からコレクタ電流がそれぞれ
供給され、前記カレントミラー回路を構成するトランジスタは飽和状態で動作する。
【００２８】
　 力段差動回路のトランジスタ対は、中間段差動回路に同一の出力電流を出力して、そ
のコレクタ電流が同一とされる。
　請求項４では、入力段差動回路の出力信号に基づいて、中間段差動回路を構成する入力
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がレベルシフト回路によりレベルシフトされ
た信号

該トランジスタ対とは異
なる導電型のトランジスタ対で構成されている

からの電流と、前記帰還
信号とが供給されるカレントミラー回路が備えられる。

前記カレントミラー回路を構成するトランジスタが飽和状態となるまで
動作可能とされる。

レベルシフト
が 、前記入力トランジスタの出力電流に基づいて前記中間段

差動回路が制御される。

入力段差動回路を構成する

入力段差動回路を構成する

中

入

入



トランジスタが動作し、その入力トランジスタの動作に基づいて差動回路を構成するトラ
ンジスタ対が動作し、そのトランジスタ対の出力電流に基づいて出力回路が駆動されるの
で、前記トランジスタ対の出力信号の電圧変化による前記入力段差動回路の出力信号の電
圧変化が圧縮される。
【００２９】
　 力段差動回路を構成するトランジスタ対のコレクタ電圧には、カレントミラー回路に
よる影響が及ばない。
　 記入力段差動回路を構成するトランジスタ対のコレクタ電圧は、中間段差動回路によ
り制御される。
【００３０】
【発明の実施の形態】
図２は、この発明を具体化した一実施の形態の差動増幅回路を示す。ＰＮＰトランジスタ
Ｔ r11 ～Ｔ r14 のエミッタは、それぞれ抵抗Ｒ１１～Ｒ１４を介して電源Ｖ ccに接続され
る。前記抵抗Ｒ１３，Ｒ１４は同一抵抗値に設定される。前記トランジスタＴ r11 のベー
スは、同トランジスタＴ r11 のコレクタ及び前記トランジスタＴ r12 ～Ｔ r14 のベースに
接続される。
【００３１】
前記トランジスタＴ r11 のコレクタには電流源Ｉｃが接続される。従って、トランジスタ
Ｔ r11 ～Ｔ r14 はカレントミラー回路を構成し、各トランジスタＴ r11 ～Ｔ r14 は電流源
Ｉｃの出力電流値に基づくコレクタ電流をバイアス電流として出力する。
【００３２】
前記トランジスタＴ r12 のコレクタは、ＰＮＰトランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のエミッタに
接続され、同トランジスタＴ r15 のベースに入力信号Ｖ in1 が入力され、同トランジスタ
Ｔ r16 のベースに入力信号Ｖ in2 が入力される。
【００３３】
前記トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタは、ＮＰＮトランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 のコ
レクタにそれぞれ接続され、同トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 のエミッタは、それぞれ抵抗
Ｒ１５，Ｒ１６を介してグランドＧＮＤに接続される。前記抵抗Ｒ１５，Ｒ１６は、プロ
セスのばらつきによるトランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 の特性のばらつきを吸収するために設
けられ、その抵抗値は、同一値に設定される。トランジスタＴ r15 ～Ｔ r18 及び抵抗Ｒ１
５，Ｒ１６により、入力段差動回路が構成される。
【００３４】
前記トランジスタＴ r13 のコレクタは、抵抗Ｒ１７を介してＰＮＰトランジスタＴ r19 の
エミッタに接続され、同トランジスタＴ r19 のベースは前記トランジスタＴ r15 のコレク
タに接続され、同トランジスタＴ r19 のコレクタはグランドＧＮＤに接続される。
【００３５】
ＰＮＰトランジスタＴ r20 , Ｔ r21 のエミッタは、電源Ｖ ccに接続され、同トランジスタ
Ｔ r20 , Ｔ r21 のベースは、互いに接続されるとともに、前記トランジスタＴ r20 のコレ
クタに接続される。従って、トランジスタＴ r20 , Ｔ r21 はカレントミラー回路を構成す
る。
【００３６】
前記トランジスタＴ r20 , Ｔ r21 のコレクタは、ＮＰＮトランジスタＴ r22 , Ｔ r23 のコ
レクタにそれぞれ接続され、同トランジスタＴ r22 , Ｔ r23 のエミッタは、前記トランジ
スタＴ r17 ，Ｔ r18 のベースに接続されるとともに、抵抗Ｒ１９を介してグランドＧＮＤ
に接続される。従って、トランジスタＴ r22 ，Ｔ r23 とで差動対が構成される。
【００３７】
前記トランジスタＴ r22 のベースは、前記トランジスタＴ r13 のコレクタに接続される。
前記トランジスタＴ r14 のコレクタは、前記トランジスタＴ r23 のベースに接続されると
ともに、抵抗Ｒ１８を介してＰＮＰトランジスタＴ r24 のエミッタに接続される。前記ト
ランジスタＴ r24 のベースは、前記トランジスタＴ r16 のコレクタに接続されるとともに
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、同トランジスタＴ r24 のコレクタはグランドＧＮＤに接続される。前記抵抗Ｒ１７，Ｒ
１８は、同一抵抗値に設定される。
【００３８】
前記トランジスタＴ r19 ～Ｔ r24 及び抵抗Ｒ１７～Ｒ１９とで中間段差動回路が構成され
る。
前記トランジスタＴ r21 のコレクタは、ＮＰＮトランジスタＴ r25 のベースに接続され、
同トランジスタＴ r25 のコレクタは電源Ｖ ccに接続され、エミッタはＮＰＮトランジスタ
Ｔ r26 のベースに接続されるとともに、抵抗Ｒ２０を介してグランドＧＮＤに接続される
。
【００３９】
前記トランジスタＴ r26 のコレクタは、抵抗Ｒ２１を介して電源Ｖ ccに接続されるととも
に、出力信号Ｖ out を出力し、エミッタはグランドＧＮＤに接続される。そして、トラン
ジスタＴ r25 ，Ｔ r26 及び抵抗Ｒ２０，Ｒ２１で出力回路が構成される。
【００４０】
前記出力信号Ｖ out は、前記入力信号Ｖ in2 として前記トランジスタＴ r16 のベースに入
力される。
上記のように構成された差動増幅回路では、入力信号Ｖ in1 の入力レベルが上昇すると、
トランジスタＴ r15 のコレクタ電流が減少してトランジスタＴ r19 のベース電流が増大す
る。
【００４１】
すると、トランジスタＴ r19 のコレクタ電流が増大して、トランジスタＴ r22 のベース電
流が減少し、同トランジスタＴ r22 のコレクタ電流が減少する。
すると、トランジスタＴ r20 , Ｔ r21 のコレクタ電流が減少して、トランジスタＴ r25 の
ベース電流が減少し、同トランジスタＴ r25 のコレクタ電流が減少する。
【００４２】
すると、トランジスタＴ r26 のベース電流が減少し、同トランジスタＴ r26 のコレクタ電
流が減少して出力信号Ｖ out の出力レベルが上昇する。
一方、入力信号Ｖ in1 の入力レベルが低下すると、前記各トランジスタの各電流の増減が
逆となり、出力信号Ｖ out の出力レベルが低下する。
【００４３】
このような動作により、入力信号Ｖ in1 の入力レベルが出力信号Ｖ out として出力される
ように設定される。
上記のように構成された差動増幅回路では、次に示す作用効果を得ることができる。
（イ）出力信号Ｖ out が出力される負荷の変動により、トランジスタＴ r26 のコレクタ電
流及びベース電流が変動して、同トランジスタＴ r26 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEが変
動すると、トランジスタＴ r25 のコレクタ電流及びベース電流が変動し、同トランジスタ
Ｔ r25 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEが変動する。
【００４４】
すると、差動対を構成するトランジスタＴ r22 ，Ｔ r23 のコレクタ電流及びベース電流に
差が生じ、ベース・エミッタ間電圧Ｖ BEに差が生じる。
トランジスタＴ r22 ，Ｔ r23 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEの差は、トランジスタＴ r19 
，Ｔ r24 のエミッタ・ベースを介してトランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタに影響を及
ぼす。
【００４５】
しかし、トランジスタＴ r19 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEは、トランジスタＴ r13 のコ
レクタ電流とトランジスタＴ r22 のベース電流に基づいて決定されるが、トランジスタＴ
r22 のベース電流はトランジスタＴ r13 のコレクタ電流に対し無視できるほど小さいので
（トランジスタの１／ｈ fe以下程度）、トランジスタＴ r22 のベース電流の変動によるト
ランジスタＴ r19 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEの変動は無視できるほど小さい。
【００４６】
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また、トランジスタＴ r24 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEは、トランジスタＴ r14 のコレ
クタ電流とトランジスタＴ r23 のベース電流に基づいて決定されるが、トランジスタＴ r2
3 のベース電流はトランジスタＴ r14 のコレクタ電流に対し無視できるほど小さいので（
トランジスタの１／ｈ fe）、トランジスタＴ r23 のベース電流の変動によるトランジスタ
Ｔ r24 のベース・エミッタ間電圧Ｖ BEの変動は無視できるほど小さい。
【００４７】
すると、トランジスタＴ r22 ，Ｔ r23 のベース電流の変動は、トランジスタＴ r19 ，Ｔ r2
4 のベース電流に対しほとんど影響を及ぼさない。従って、負荷変動によりトランジスタ
Ｔ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電圧に差が生じることはないので、負荷変動による入出力信号
間のオフセット電圧の変動を抑制することができる。
（ロ）トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 及び抵抗Ｒ１５，Ｒ１６，Ｒ１９から構成されるカレ
ントミラー回路は、トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電位に影響を及ぼさない。す
なわち、バイアス電流Ｉａは、入力トランジスタ対Ｔ r15 ，Ｔ r16 のベース電圧Ｖ in1 ，
Ｖ in2 の差電圧によりトランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電流に分配される（トラン
ジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のベース電流を無視した場合）。
【００４８】
仮に、Ｖ in1 ＞Ｖ in2 とすると、トランジスタＴ r15 のコレクタ電流は、トランジスタＴ
r16 のコレクタ電流より小さくなり、トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 のベース電圧は、トラ
ンジスタＴ r17 のベース・エミッタ間電圧と、抵抗Ｒ１５の両端子間電圧との和となる。
そして、トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 のベース電圧と、抵抗Ｒ１９とに基づいて、中間段
差動回路のバイアス電流が決定される。
【００４９】
トランジスタＴ r16 のコレクタ電流は、トランジスタＴ r15 のコレクタ電流よりも大きく
なるため、この差電流がトランジスタＴ r19 ，Ｔ r24 のベース電流差となる。
【００５０】
すると、トランジスタＴ r22 のコレクタ電流は、トランジスタＴ r23 のコレクタ電流より
小さくなり、トランジスタＴ r25 のベース電流が小さくなって同トランジスタＴ r25 のコ
レクタ電流が減少し、さらにトランジスタＴ r26 のコレクタ電流が減少して、出力信号Ｖ
out の電圧は上昇する。
【００５１】
この結果、入力信号Ｖ in2 が上昇して、トランジスタＴ r16 のコレクタ電流が減少し、ト
ランジスタＴ r15 のコレクタ電流が増加して、バイアス電流ＩａがトランジスタＴ r15 ，
Ｔ r16 のエミッタに均等に分配される。
【００５２】
トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 のコレクタ電流は、ミラー効果により同一であり、トランジ
スタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電流が同一となったとき、トランジスタＴ r19 ，Ｔ r24 の
ベース電流は同一となり、入力オフセット電圧は０Ｖとなる。
【００５３】
以上のような動作により、上記カレントミラー回路はトランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレ
クタ電圧に関わらず、同トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電流を同一にするように
動作し、同トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電圧に影響を及ぼさない。
【００５４】
従って、トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電圧の差が、中間段差動回路により制御
することが可能となり、入力段差動回路自身にトランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 のコレクタ電
圧を決定する要素が存在しないため、入力段のバイアス電流Ｉａを任意に設定することが
できる。
（ハ）負荷駆動能力を決定するトランジスタＴ r21 のコレクタ電流Ｉ c(Tr21) は、ほぼ抵
抗Ｒ１９を流れる電流の１／２となるため、次式で表される。
Ｉ c(Tr21) ≒｛（Ｉａ／２）×Ｒ１５＋Ｖ BE(Tr17)｝／Ｒ１９／２
従って、Ｉ c(Tr21) はバイアス電流Ｉａを設定した後、抵抗Ｒ１９の抵抗値に基づいて設
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定することができるので、バイアス電流Ｉａは負荷駆動能力に関係なく任意に設定するこ
とができる。
（ニ）入力差動対のカレントミラー回路を構成するトランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 は、コレ
クタ・エミッタ間電圧Ｖ CEを同トランジスタＴ r17 ，Ｔ r18 の飽和電圧付近まで低下させ
ても動作可能である。このため、トランジスタＴ r15 ，Ｔ r16 に入力される入力電圧Ｖ in
1 ，Ｖ in2 の入力レベル範囲を低下させることができる。抵抗Ｒ１５，Ｒ１６の抵抗値を
「０」とした場合の最低入力レベルは、次式で表される。
Ｖ B(Tr15) ≧｛Ｖ CE(Tr15)＋Ｖ CE(Tr17)｝－Ｖ BE(Tr15)
従って、入力信号Ｖ in1 の入力レベル範囲を、前記従来例のトランジスタＴ r3のＶ BE(Tr3
) と本実施の形態のトランジスタＴ r17 のＶ CE(Tr17)との電圧差分拡大することが可能と
なる。なお、現実には抵抗Ｒ１５，Ｒ１６による電圧降下も数１０ｍＶに設定されるので
、入力信号Ｖ in1 の入力レベル範囲を確実に拡大することができる。
【００５５】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明は製造ばらつき、電源電圧変動、負荷変動等による入出力
間オフセット電圧の変動を抑制し得る差動増幅回路を提供することができる。また、入出
力間オフセット電圧の変動を抑制し、かつ入力電圧範囲を拡大し得る差動増幅回路を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の原理説明図である。
【図２】　一実施の形態を示す回路図である。
【図３】　従来例を示す回路図である。
【符号の説明】
２　　　　入力段差動回路
３　　　　中間段差動回路
４　　　　出力回路
Ｖ in1 ，Ｖ in2 　　入力信号
Ｖ out 　　出力信号
ＦＳ　　　帰還信号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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